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АНОТАЦІЯ 

Акумуляція енергії в енесторах: дипломна робота бакалавра. / Волинський Д.П., 

група ДП-42, напрям «6.050801 Мікро- та наноелектроніка». Національних технічний 

університет України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського», кафедра 

мікроелектроніки. 2018р. 

Дипломна робота обсягом на 55 ст., містить 27 ілюстративних матеріалів, 8 

таблиць та 20 інформаційних джерел за переліком посилань. 

Об’єктом та предметом дослідження являється енестор.  

Метою роботи являється дослідження спектральних характеристик енесторів в 

режимі фотоприймача. 

Дослідження проводились за допомогою двопроменевого спектрофотометру та 

амперметру. 

Енестор є інноваційним напівпровідниковим пристроєм який наразі 

знаходиться у стадії розробки. Результатами роботи є спектральні характеристики 

двох досліджуваних зразків енесторів та разраховані ширини спектрів.  

Ключові слова: Енестор, суперконденсатор, AIIIBV, ІІІ-нітридні 

гетероструктури, світлодіод (LED), MOCVD установка, фотоелемент. 
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SUMMARY 

The accumulation of energy in the enestors: graduate work of a bachelor's degree. / 

Volynski D.P., group DP-42, the direction of training “6.050801 Micro and 

nanoelectronics”. The National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv 

Polytechnic Institute”, Department of Microelectronics. 2018. 

Graduate work has 55 pages, contains 27 illustrative materials, 8 tables and 20 

information sources in the list of references. 

The object and subject of investigation is the enestor. 

The purpose of the work is investigation of spectral characteristics of the enestors in 

the mode of the photodetector. 

I use a two-beam spectrophotometer and an ammeter in this work. 

Enestor is an innovative semiconductor device that is developing now. The results of 

the work are spectral characteristics of two investigated samples of enetors and calculated 

spectrum widths. 

Keywords: Enestor, super-capacitor, AIIIBV, III-nitride heterostructures, light-

emitting diode (LED), MOCVD installation, photocell. 
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